[image: image1.wmf]不允许取样部位

细硅芯

10mm

GB/T 4061—200×
代替GB/ T4061—83

硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

Polycrystalline silicon-examination method-assessment of sandwiches on cross-section by chemical corrosion

（送审稿）


前    言

本标准代替GB/T 4061—1983《硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法》。

本标准与原标准相比，主要有如下改动：

——增加了“术语”、“试剂与器材”。

——增加了“检验报告”内容。

——本标准对“试样尺寸”“试样处理”内容进行了修改。
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硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法
1 范围

本标准适用于以三氯氢硅和四氯化硅为原料，以细硅芯为发热体，在还原炉内用氢气还原沉积生长出来的硅多晶棒。

2 方法原理

本方法采用化学腐蚀法，根据氢氟酸-硝酸混合液对硅多晶断面氧化夹层及温度夹层腐蚀速率的差别。

3 术语
3..1
氧化夹层
硅多晶横断面上呈同心圆状结构的氧化硅夹杂。

3..2
温度（圈）夹层
由于温度起伏，在硅多晶的横断面上引起结晶致密度、晶粒大小或颜色的差异，晶粒呈现出以硅芯为中心的年轮状结构。

4 试剂与器材

4.1试剂， 

4.1.1 纯水：符合实验室用水规格（GB 6682）。

4.1.2氢氟酸（HF）：优级纯  ≥40%。

4.1.3硝酸（HNO3）：优级纯  65%~68%

4.2器材

4.2.1器皿：采用耐氢氟酸腐蚀材料。
4.2.2排风橱：应不受酸气侵蚀。
5 试样制备

5.1取样部位

除在桥形硅多晶棒硅芯搭接处或者直的硅多晶棒离石墨卡头10mm一段外均可取样（如图1）。

5.2试样尺寸

沿垂直于细硅芯方向切取厚度大于3mm的硅片磨平整。
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                                        图1

5.3试样处理

5.3.1在排风橱内，将试样置于优级纯HF: HNO3=1:4（V/V）的混合酸液中沸腾腐蚀30s。

5.3.2腐蚀后的硅片用纯水冲净后观察表面。

6 检验方法

用肉眼观察硅片的腐蚀圈夹层。

7 夹层评定

7.1氧化夹层一般为腐蚀圈呈凹下去的夹层。

7.2温度夹层为腐蚀圈平坦、带有颜色差异的夹层。

8检验报告

检验报告应包括以下内容：

a）炉号

b）多晶棒编号及直径

c）评定结果

d）夹层位置

e）检验者及检验日期。
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